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Для целей преобразования информации находят применение высокоточные тонкопленочные резистивные делители. В качестве материала для формирования резистивных слоев наибольший интерес представляют монометаллические системы, т.к. в этом случае контроль за составом, осаждением и другими параметрами не вызывает серьезных затруднений. В классе указанных систем наибольший интерес в качестве базового металла представляет тантал, который в дополнение к своей тугоплавкости при надлежит к классу вентильных, которые при нагревании в атмосфере кислорода или при анодном окислении образуют прочный защитный окисел, толщину которого можно достаточно точно регулировать. 
В силу высокой тугоплавкости для получения пленок предпочтительным методом выступает ионно-плазменное осаждение. Для придания пленкам полезных свойств распыление тантала проводят в среде содержащей азот. Получение танталовых резисторов осложняется тем, что тантал может присутствовать в пленке по крайней мере в трех модификациях (α, β и в фазе малой плотности), а также в виде соединений.

Для отработки ионно-плазменной технологии нанесения резистивных слоев была разработана установка, позволяющая в едином цикле формировать многослойное покрытие, включающее стабилизирующий, резистивный и контактный слои. В технологической камере размещались два магнетрона с танталовой и никелевой мишенями, система финишной очистки подложек потоком быстрых нейтралов. Подача рабочих газов осуществлялась двухканальной системой обеспечивающей поддержание стехиометрии потока газа и давления в технологической камере.
При проведении исследований широко использовались методы рентгенодиагностики, позволившие контролировать структуру получаемых пленок, элементный состав и наличие неконтролируемых примесей. Использование новых методик рентгеноструктурного анализа с применением микрофокусных источников излучения позволило существенно повысить точность и экспрессность анализа.
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